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Я, Дворецкий Сергей Алексеевич, кандидат физико-математических наук, 

ведущий научный сотрудник – и.о. заведующего отделом № 006 « Инфракрасные 

оптоэлектронные устройств на основе КРТ» Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института физики полупроводников химии им. А.В. 

Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук (ИФП СО РАН), согласен 

выступить официальным оппонентом по диссертации 

 

Плеханова Александра Георгиевича 

 

«Плазмохимический синтез гидрогенизированного оксикарбонитрида 

кремния из кремнеорганических соединений в смесях с азотом и кислородом», 

представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.04 – физическая химия. 
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